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Rys. 1-1048. SM104

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor polowy MOS (kanal
typu N normalnie zalaczony) o duzej impedancji
wejsciowej w obudowie plastykowej, plytka
krzemowa polaczona wewnatrz obudowy ze
zrodiem, cigzar okoto 0,3 G

Zastosowanie: do ogdblnego stosowania

Typy podobne KF520 (Tesla), 3SK21 (Hit)

WartoSci charakterystyczne®

min typ max
Usripsv 20 V | przy —Ugs=12V, I, =10 pA
—Uyp 59 8 V | przy Ups =8V, I, = 10 pA
—I, 1,5 45 6,5 mA | przy Ups=8V, Ugs=0
Rss 1012 1014 Q przy —Ugss =10 V
Ciqs 5,2 6 l pF | przy Ups =8V, Ugg =0
Ya1s 1 13 mS | przy Ups =8V, Ugs =0, f=1 kHz
Wartosci graniczne
Upsy max 20 v Prot max 1502 | mW
Ugs max —15++5 A% 25 sk +125 °c
UpG max 32 v Lamp —40=+125 °C
8 fe— 15 mA Rip j-a 0,6 |°C/mW
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Rys. 1-1049. Zalezno$¢ rezystancji Rpg od
napiecia bramki
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Rys. 1-1050. Zalezno$¢ dopuszczalnej mocy Rys. 1-1051. Zalezno$¢ parametru y,; od
strat od temperatury otoczenia napigcia bramki
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Rys. 1-1052. Charakterystyka przejSciowa Rys. 1-1053. Charakterystyki wyjsciowe

tranzystora



